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論文の内容の要旨

　本論文は，携帯電話などの移動体通信端末の送信電力増幅に用いる，低電圧において高効率低歪動作する小型

な化合物半導体ヘテロ接合FETに関する研究を行った結果をまとめたものである。また，これを用いたモノリシッ

クマイクロ波IC（MMIC）への応用についても述べている。

　低電圧で高効率低歪動作する小型高出力素子の実現に向けて，先ず半導体材料を選択し，素子構造の設計を行っ

ている。その結果，GaAs基板上に作製するSi－doped　A㌦．・・G～．・lAs／In、、．・Ga。．lAs／Sトdoped　A1、〕．・・Ga三、、・、As構造を特

徴とするダブルドープダブルヘテロ接合構造FET（HJFET）が，高い電子移動度と高いシート電子濃度を示すこ

とから高出力素子に相応しい構造であることを明らかにした。次に作製プロセスの検討を行い，開発したドライ

リセスエッチングによるダブルリセスゲート構造の作製技術が，素子特性の高均一化と生産性の向上に大きく貢

献することを示している。これらの結果を用いて作製したHJFETは，Liイオン電池！セルの起電圧（3．5V）以下

で動作し，現状のGaAsMESFETと上回る高効率低歪特性（HJFETは60％以上，MESFETは50％程度）を世界最小

のチップサイズ（MESFETの半分以下）で実現している。更に，本素子構造を用いて負で低いしきい値電圧か正

のしきい値電圧に設計した素子によれば，単一正電源動作においても，PDC出力規格時に高効率動作が可能であ

ることを示した。また，高誘電率SiTiO。（ST○）薄膜キャパシタと組み合わせて，移動体通信用MlMICアンプの試

作検討も行っている。その結果，例えばIS－95規格の符号分割多元接続（CDMlA）用2段M1M互Cアンプ（世界最小の

チップサイズ2．O×1．5m㎜！）では，48．6％の世界最高効率（従来は35％程度）を3．5V動作にて得るなど，世界

最小チップサイズで良好な特性を有するMMICアンプファミリを実現している。

審査の結果の要旨

　国内デジタル携帯電話（PDC）に代表される移動体通信端末が急速に普及している。この傾向は今後のマルチメ

デイア社会の進展に伴い，ますます加速するものと予想される。本論文は，携帯電話などの移動体通信端末の送

信電力増幅に用いる，低電圧において高効率低歪動作する小型な化合物半導体ヘテロ接合FETを卓越した設計思

想，プロセス技術の開発により世界最高の特性を得，産業にも大きく貢献している点が高く評価出来る。

　よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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